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Effect of the interface on the mobility of graphene on SiC
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＜はじめに＞ グラフェンは炭素原子一層からなる二次元材料であり、高い機械強度、特異な電

気的特性を有することから、次世代電子デバイス材料への応用が期待されている。グラフェン作

製手法中でも SiC熱分解法では、SiC基板を不活性ガス雰囲気下で加熱し Siを脱離させることで、

エピタキシャルグラフェンを半絶縁性基板の表面に直接作製することが可能である。しかしなが

ら、本手法により作製した EG/SiC 基板の界面には、Buffer 層（BL）と呼ばれる層が形成され、

BL のフォノンによる散乱の影響でグラフェンのキャリア移動度が低下することがわかっている。

本研究では、この BL がグラフェン物性に及ぼす効果について詳しく調べるため、化学気相成長

（CVD）法で作製したグラフェンを BL上へ転写し、電気伝導測定を行った。

＜実験方法＞ II-VI社製 4H-SiC(0001)基板（5×5 mm2）を Ar雰囲気下で 1750 ℃および 1550 ℃

で 10分間加熱することで、それぞれ単層グラフェン（Epitaxial monolayer graphene (EMLG)）およ

び BLを作製した。この BL試料上に、Cu/sapphire上に CVD成長させた単層グラフェンを転写し

た。以後この試料を TMLG(transferred monolayer graphene)と呼ぶ。これらの試料に対し、原子間力

顕微鏡（AFM）観察、ラマン分光測定、および 20~300 Kの温度域での Hall効果測定を行うこと

によりその特徴を調べた。

＜結果および考察＞ Figure 1に、EMLGおよび TMLGの Ramanスペクトルを示す。いずれの

試料においても、1600 cm-1および 2700 cm-1付近にグラフェン特有の Gおよび 2Dバンドが観測さ

れた。EMLGおよび TMLGの 2Dバンドのピーク位置はそれぞれ 2725 cm-1および 2680 cm-1であ

り、基板由来の圧縮歪の有無、すなわち基板との相互作用の強さを反映している。Figure 2に、こ

れらの試料の Hall効果測定の結果を示す。電子伝導を示した EMLGの移動度は温度上昇に伴って

低下した一方で、正孔伝導を示した TMLG の移動度は温度依存せず、測定温度範囲では約 850 

cm2/Vsであった。以上の結果および AFM観察の結果から TMLGでは、グラフェン/BL層間距離

が EMLGより大きいことで、BLによるキャリア散乱効果が抑制されていると考えられる。

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))18p-PB3-76 

© 2018年 応用物理学会 15-098 17


